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(54) Title: METHOD FOR VACUUM-COATING WITH A PHOTO-SEMICONDUCTING LAYER AND USE OF SAID
METHOD

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM VAKUUMBESCHICHTEN MIT EINER PHOTOHALBLEITENDEN SCHICHT UND
ANWENDUNG DES VERFAHRENS

(57) Abstract: The invention relates to a method for vacuum-coating an object with a photo-semiconducting layer. Said method is
characterized by the following steps: adjusting the temperature of the surface-near area of the object to a value in the range of from
-40 °C to +250 °C prior to coating; operating a reactive pulsed magnetron sputter process with at least one electrically conducting
target containing titanjum as the main component in a working gas containing at least one inert gas and oxygen; controlling the
process in accordance with the purpose of application of the coated object in such a manner as to ensure formation of mainly titanium
oxide in a defined ratio of the atomic composition of the layer of titanium to oxygen such as 1: (2+x), whereby x ranges from -0.5
< to +0.3; adjusting such a ratio of the rates of ionized and neutral particles during layer formation that a portion of at least 5 percent

of titanium oxide is formed as a crystalline modification thereof and that the parameters of the sputter process are selected in such a
¢\ manner that the surface temperature of the object does not exceed a maximum temperature of 300 °C.
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Vakuumbeschichten eines Objektes mit einer photohalbleiten-
¢ den Schicht, wobei die Temperatur des oberfléchennahen Bereiches des Objektes vor der Beschichtung auf einen Wert im Bereich
& von -40 °C bis +250 °C eingestellt wird; ein reaktiver Puls-Magnetron-Sputterprozess mit mindestens einem elektrisch leitfihigen
B Target, welches als Hauptbestandteil Titan enthélt, in einem mindestens ein Inertgas und Sauerstoff enthaltenden Arbeitsgas betrieben
& wird; durch die Prozessfiihrung in Abhingigkeit vom Anwendungszweck des beschichteten Objektes die Bildung von tiberwiegend
& Titanoxid in einem fest vorgegebenen Verhltnis der atomaren Zusammensetzung der Schicht von Titan zu Sauerstoff wie 1 : (2+x)
o gesichert wird, wobei x im Bereich von -0,5 bis +0,3 ist; ein solches Verhiltnis der Raten von ionisierten und neutralen Teilchen

wihrend der Schichtbildung eingestellt wird, dass ein Anteil von mindestens 5 Prozent Titanoxid in kristalliner Modifikation ge-

bildet wird und dass die Parameter des Sputter prozesses so ausgew#hlt werden, dass die Oberfldchentemperatur des Objektes eine

Maximaltemperatur von 300 °C nicht iberschreitet.
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